
的。 未老化的器件3 深能级谱上没有 LE4 的信号2 而在 8000 经几百小时老化(相当于室温下

几万小时)后2 在 p→z 结 N 侧(即 N一 (AIGa)As层〉可探测到 0.89 电子伏的陷阱浓度达 1015

厘米-3 量级。 这说明此类缺陷己由在有源区之外的 P 型层的质于破坏区边界经过有源层达

到了 N-(AIGs)As 层。

GaAIAsjGaAs DH 激光器的发光位置研究

单振国
(中国科学院上海尤机所)

Study on the Iuminescence position 

。f GaAIAs/GaAs DH Iasers 

Shα何 Zhengguo

(Sbangbai Institute of Optics and Fine Mecbanics, Academia Sinica) 

Ga.AIAs/GaAs DH 激光器是一个微型的多层结构的发光器件。 正常结构的发光区是在

一个条形的发光区内。 但是，由于工艺的改变、操作的失误等3 许多器件的发光区不在理想部

位? 直接观察发光区的确切位置及其图样p 对于了解器件性能，特别是对工艺的研究有着重要

的意义。 本文介绍发光区位置的确定3 描述各种发光现象及其同工艺之间的可能联系。

实验结果表明: (1) 全线发光有的主要与条形形成工艺有关(平面条形);有的则由外延工

艺决定 (沟槽衬底) 0 (2)带状发光，一类与外延有关p 如 Llx 偏小，作用区太薄等;另一类与条

形形成工艺有关3 如 Zn 的深度扩散等。 (3)衬底发光主要与外延工艺有关。如沟槽衬底条形

激光器的 N-GaAIAs 层太薄或不完整等。 (4) 丝状发光与外延工艺、条区形成工艺等都有关

系。 例如3 沟槽衬底条形激光器的 N-GaAIAs 层太厚p 使激光模在沟中和沟外的损耗差大大

变小3 沟槽不起选模作用3 而条区形成工艺所引起的电流扩展则为多丝发光提供有利条件。 (5)

肩膀发光是由外延工艺引起的。询中的 N-GaAlAs 层厚度不均句，中心薄3 肩处厚3 使肩具备

选模能力。 (6)上限制发光主要同上限制形成工艺有关。 Zn 的深度扩散会使反向结失效和在

N-GaAIAs 层发光。 (7)材料友光估计与材料质量有关，但造成这种发光现象的真正原因仍然

不祥。
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